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요약

여기에 게시되는 감지 증폭 회로는 제 1 단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭하는 감지 증폭기를 포함

한다. 등화기는 상기 제 1 단자와 상기 제 2 단자의 전압들을 등화하고, 제 1 액티브 로드 소자는 소정의 전압을 공급

받는 신호 라인과 상기 제 1 단자 사이에 연결되며 비트 라인의 전압에 따라 가변되는 저항값을 갖는다. 제 2 액티브 

로드 소자는 상기 신호 라인과 상기 제 2 단자 사이에 연결되며 소정의 직류 기준 전압에 따라 가변되는 저항값을 갖

는다. 상기 제 1 단자의 증폭 전압과 상기 제 2 단자의 증폭 전압은 상기 감지 증폭기의 증폭 동작이 완료된 후 전달 

회로를 통해 대응하는 비트 라인들로 각각 전달된다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 반도체 메모리 장치의 감지 증폭기를 보여주는 회로도;

도 2는 도 1에 도시된 감지 증폭기의 동작을 설명하기 위한 동작 타이밍도;

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 감지 증폭 회로를 포함한 반도체 메모리 장치를 보여주는 회로도;

도 4는 도 3에 도시된 감지 증폭 회로의 동작을 설명하기 위한 동작 타이밍도;

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 감지 증폭 회로를 포함한 반도체 메모리 장치를 보여주는 회로도; 그리고

도 6은 도 5에 도시된 감지 증폭 회로의 동작을 설명하기 위한 동작 타이밍도이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호 설명 *

10, 100, 300 : 반도체 메모리 장치 12, 120, 320 : 감지 증폭 회로
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 메모리 장치들에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 메모리 셀에 저장된 데이터를 감지 증

폭하는 감지 증폭 회로에 관한 것이다.

이 분야의 통상적인 지식을 습득한 자들에게 잘 알려진 바와 같이, 감지 증폭기는 반도체 메모리 장치의 동작 속도를 

결정하는 구성 요소들 중 하나이다. 이러한 이유로, 동작 속도가 빠르고 감지 능력의 변화가 적은 감지 증폭기가 절실

하게 요구되고 있다. 이러한 요구들을 만족시킬 수 있는 감지 증폭기로서 래치형 감지 증폭기(latch-type sense amp

lifier)가 제안되어 왔다.

감지 증폭기의 다양한 예들이 대한민국 특허공개번호 2000-9772에 "메모리용 저전력 감지 증폭기"라는 제목으로, 

대한민국 특허공개번호 2000-41576에 "데이터 센스 앰프"라는 제목으로, 대한민국 특허공개번호 1999-85068에 "

비휘발성 강유전체 메모리 소자의 구동 회로"라는 제목으로, 미국특허번호 5,455,786에 "Ferroelectric Memory"라

는 제목으로, 미국특허번호 5,959,922에 "Ferroelectric Random Access Memory Device With Reference Cell Ar

ray Blocks"라는 제목으로, 미국특허번호 6,169,424에 "Self-Biasing Sense Amplifier"라는 제목으로, 일본특허공

개번호(Japanese Laid-Open Publication No.) 11-219591에 "SENSE AMPLIFIER FOR MEMORY ARRAYS"라는 

제목으로, 일본특허공개번호 12-76856에 "SEMICONDUCTOR STORAGE"라는 제목으로, 일본특허공개번호 11-2

60064에 "SENSE AMPLIFIER"라는 제목으로 각각 게시되어 있다.

도 1은 종래 기술에 따른 반도체 메모리 장치의 감지 증폭기를 보여주는 회로도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 반도

체 메모리 장치(10)는 비트 라인들(BLM, BLR) 사이에 연결된 래치형 감지 증폭기(latch-type sense amplifier) (12)

를 포함한다. 감지 증폭기(12)는 2개의 PMOS 트랜지스터들(MP0, MP1)과 2개의 NMOS 트랜지스터들(MN0, MN1)

로 구성된다. PMOS 트랜지스터(MP0)는 신호 라인(SAP)과 비트 라인(BLM) 사이에 형성되는 전류 통로와 비트 라인

(BLR)에 직접 연결된 게이트를 갖는다. PMOS 트랜지스터(MP1)는 신호 라인(SAP)과 비트 라인(BLR) 사이에 형성

되는 전류 통로와 비트 라인(BLM)에 직접 연결된 게이트를 갖는다. NMOS 트랜지스터(MN0)는 비트 라인(BLM)과 

신호 라인(SAN) 사이에 형성된 전류 통로와 비트 라인(BLR)에 직접 연결된 게이트를 갖는다. NMOS 트랜지스터(M

N1)는 비트 라인(BLR)과 신호 라인(SAN) 사이에 형성된 전류 통로와 비트 라인(BLM)에 직접 연결된 게이트를 갖는

다. 비트 라인(BLM)에는 메모리 셀(MC)이 연결되고, 비트 라인(BLR)에는 기준 전압 공급 회로(14)가 연결되어 있다.

기준 전압 공급 회로(14)는 2개의 NMOS 트랜지스터들(MN2, MN3)과 커패시터(Cr)로 구성되며, 도면에 도시된 바

와 같이 연결되어 있다.

도 2는 도 1에 도시된 감지 증폭기의 동작을 설명하기 위한 동작 타이밍도이다. 도 1 및 도 2를 참조하여 종래 기술에

따른 감지 증폭기의 동작이 이하 상세히 설명될 것이다.

먼저, 도 2에 도시된 바와 같이, 제어 신호(REF_EN)가 로우 레벨에서 하이 레벨로 천이함에 따라 VREF 전압에 상응

하는 전하들이 NMOS 트랜지스터(MN3)를 통해 커패시터(Cr)에 충전된다. 커패시터(Cr)에 충전된 전하량은 Cr*VRE

F이 된다. 커패시터(Cr)에 전하들이 충전된 후, 제어 신호(REF_EN)는 하이-로우 천이(high-to- low transition)를 

갖는다. 그 다음에, 제어 신호(DMP_EN)가 로우 레벨에서 하이 레벨로 천이함에 따라 상기 커패시터(Cr)에 충전된 전

하들이 NMOS 트랜지스터(MN2)를 통해 비트 라인(BLR)으로 전달된다. 이와 동시에, 메모리 셀(MC)에 저장된 전하

들이 비트 라인(BLM)으로 전달된다. 이때, 비트 라인(BLM)의 전압은 비트 라인(BLR)의 전압보다 높거나 낮다. 예를

들면, 메모리 셀(MC)에 데이터 '1'이 저장되면, 비트 라인(BLM)의 전압(예를 들면, 1.1V)은 비트 라인(BLR)의 전압(

예를 들면, 0.85V)보다 높다. 메모리 셀(MC)에 데이터 '0'가 저장되면, 비트 라인(BLM)의 전압(예를 들면, 0.6V)은 

비트 라인(BLR)의 전압(예를 들면, 0.85V)보다 낮다. 이는 비트 라인들(BLM, BLR) 사이에 미세한 전압차가 생김을 

의미한다. 이후, 제어 신호(SAP) 라인에는 전원 전압(Vcc)이 되고 제어 신호(SAP) 라인에는 특정 전압(Va)보다 낮은

접지 전압(GND)이 공급된다. 즉, 감지 증폭기가 동작함에 따라 비트 라인들(BLM, BLR) 사이의 미세한 전압차가 증

폭된다.

앞서 설명된 감지 증폭기는 감지 마진이 감소되고 감지 속도가 느리다는 결점들을 갖는다. 만약 감지 증폭기가 동작

하기 이전에 비트 라인들(BLM, BLR) 사이의 전압차가 PMOS 트랜지스터의 턴-온 전압(turn-on voltage) 또는 문턱

전압(threshold voltage)보다 크면, 비트 라인(BLM)의 전압은 PMOS 트랜지스터(MP0)를 통해 접지 전압의 신호 라

인(SAP)으로 방전된다. 예를 들면, 데이터 '1'의 메모리 셀이 액세스되는 경우, 비트 라인(BLM)의 전압(예를 들면, 1.

1V)은 낮아진다. 이는 비트 라인들 사이의 전압차가 감소되게 한다. 그러므로, 감지 증폭기의 감지 마진이 감소될 뿐

만 아니라 감지 속도 역시 저하된다. 역으로, 만약 감지 증폭기가 동작하기 이전에 비트 라인들(BLM, BLR) 사이의 전

압차가 NMOS 트랜지스터의 턴-온 전압 또는 문턱 전압보다 크면, 신호 라인(SAP)의 특정 전압(Va)은 NMOS 트랜

지스터(MN0)를 통해 비트 라인(BLM 또는 BLR)으로 공급된다. 예를 들면, 데이터 '0'의 메모리 셀이 액세스되는 경

우, 비트 라인(BLM)의 전압(예를 들면, 0.6V)은 높아진다. 이는 비트 라인들(BLM, BLR) 사이의 전압차가 감소되게 

한다. 그러므로, 감지 증폭기의 감지 마진이 감소될 뿐만 아니라 감지 속도 역시 저하된다.

종래 기술의 기준 전압 공급 회로(14)의 경우, 커패시터(Cr)가 NMOS 트랜지스터(MN3)를 통해 전달되는 전하들에 

의해서 충전되고, 그 다음에 그렇게 충전된 전하들은 NMOS 트랜지스터(MN2)를 통해 비트 라인(BLR)으로 전달된다
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. 이는 커패시터(Cr)에 충전된 전하가 비트 라인(BLR)으로 전달될 때까지 감지 증폭기가 동작하지 못하게 한다. 결과

적으로, 커패시터(Cr)에 VREF 전압을 충전하기 위한 시간이 필요하기 때문에, 감지 증폭기의 감지 속도가 저하된다. 

게다가, 비트 라인(BLM)의 로딩 커패시턴스가 비트 라인(BLR)의 로딩 커패시턴스와 다르기 때문에, 감지 증폭기의 

감지 능력이 많이 변화될 수 있다.

앞서 설명된 감지 증폭 회로에 공급되는 기준 전압은 메모리 셀과 다른 상유전체 커패시터(paraelectric capacitor)를

이용하여 생성된다. 그러한 기준 전압은 메모리 셀과 동일한 강유전체 커패시터를 이용하여 생성될 수 있다. 그러한 

기준 전압 발생 회로는 미국특허번호 6,097,624에 "Methods Of Operating Ferroelectric Memory Devices Having

Reconfigurable Bit Lines"라는 제목으로 게재되어 있다. '624 특허의 기준 전압 발생 회로가 도 3에 도시되어 있다. 

도 3을 참조하면, 기준 전압 발생 회로(350)는 2개의 NMOS 트랜지스터들(351, 253)과 2개의 강유전체 커패시터들(

352, 354)로 구성된다. 기준 전압 발생 회로(350)의 강유전체 커패시터들(352, 354)은 메모리 셀(310)을 구성하는 

강유전체 커패시터(312)와 동일하게 형성된 것이다. 강유전체 커패시터를 이용하여 기준 전압을 생성함으로써, 메모

리 셀 상태와 가장 비슷한 기준 전압이 생성될 수 있다.

하지만, 하나의 기준 전압 발생 회로의 강유전체 커패시터가 복수의 메모리 셀들의 기입/독출 동작을 담당하기 때문

에, 강유전체 고유의 특성으로서 피로(fatigue) 특성이 취약해진다. '624 특허의 기준 전압 발생 회로(350)에 있어서, 

강유전체 커패시터의 전하들이 비트 라인으로 인가됨에 따라 기준 전압이 생성된다. 이는 기준 전압 발생 회로(350)

의 강유전체 커패시터가 메모리 셀과 같이(처럼) 메모리 셀의 전하 분포를 갖음을 의미한다. 그러한 전하 분포는 기준

전압이 일정하지 않게 하며(또는 기준 전압이 소정의 범위 내에 분포되게 하며), 그 결과 감지 마진(sensing margin)

이 감소한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 비트 라인들에 직접 연결되지 않은 구조의 감지 증폭 회로를 포함한 반도체 메모리 장치를 제공하

는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 감지 속도를 향상시킬 수 있는 감지 증폭 회로를 포함한 반도체 메모리 장치를 제공하는 것이

다.

본 발명의 또 다른 목적은 안정된 감지 능력을 확보할 수 있는 감지 증폭 회 로를 포함한 반도체 메모리 장치를 제공

하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 강유전체 커패시터 대신에 전원 전압을 이용하여 기준 전압을 발생하는 회로를 포함한 반

도체 메모리 장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상술한 제반 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 반도체 메모리 장치는 적어도 한 쌍의 비트 라인들과; 

상기 비트 라인들 중 어느 하나를 선택하는 선택 회로와; 상기 선택된 비트 라인을 프리챠지하는 프리챠지 회로와; 전

원 전압을 이용하여 소정의 바이어스 전압을 발생하는 직류 전압 발생 회로와; 상기 바이어스 전압을 공급받고, 제 1 

및 제 2 제어 신호들에 응답하여 상기 바이어스 전압보다 낮은 기준 전압을 발생하는 기준 전압 발생 회로와; 그리고 

상기 선택된 비트 라인 상의 전압과 상기 기준 전압에 따라 감지 및 증폭 동작을 수행하는 감지 증폭 회로를 포함한다.

상기 감지 증폭 회로는 래치형 감지 증폭기를 포함한다. 래치형 감지 증폭기는 제 1 신호 라인과 제 2 신호 라인 사이

에 연결되며, 제 1 단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭한다. 등화기는 상기 제 1 단자와 상기 제 2 단

자 사이에 연결되며, 제 1 제어 신호에 응답하여 상기 제 1 단자와 상기 제 2 단자의 전압들을 등화한다. 제 1 액티브 

로드 소자는 상기 제 1 신호 라인과 상기 제 1 단자 사이에 연결되며, 비트 라인의 전압에 따라 가변되는 저항값을 갖

는다. 제 2 액티브 로드 소자는 상기 제 1 신호 라인과 상기 제 2 단자 사이에 연결되며, 상기 기준 전압에 따라 가변

되는 저항값을 갖는다. 상기 반도체 메모리 장치는 제 2 제 어 신호에 응답하여 상기 제 1 단자의 증폭 전압을 상보 비

트 라인으로 전달하고 상기 제 2 단자의 증폭 전압을 상기 비트 라인으로 전달하는 수단을 더 포함한다.

본 발명의 다른 특징에 따르면, 반도체 메모리 장치는 감지 증폭 인에이블 신호 라인과 접지 전압에 연결되며, 제 1 단

자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭하는 감지 증폭기와; 상기 감지 증폭 인에이블 신호 라인과 상기 감

지 증폭기의 제 1 단자 사이에 연결되고 제 1 비트 라인의 전압에 의해서 제어되는 제 1 PMOS 트랜지스터와; 상기 

감지 증폭 인에이블 신호 라인과 상기 감지 증폭기의 제 2 단자 사이에 연결되고 소정의 직류 기준 전압에 의해서 제

어되는 제 2 PMOS 트랜지스터와; 상기 제 1 및 제 2 단자들 사이에 연결되고 제 1 제어 신호에 의해서 제어되는 제 1

NMOS 트랜지스터와; 상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 상기 제 1 비트 라인 사이에 연결되는 제 2 NMOS 트랜지스터

와; 그리고 상기 감지 증폭기의 제 2 단자와 제 2 비트 라인 사이에 연결되는 제 3 NMOS 트랜지스터를 포함한다. 여

기서, 상기 제 2 및 제 3 NMOS 트랜지스터들은 제 2 제어 신호에 의해서 공통으로 제어된다.

본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 반도체 메모리 장치는 감지 증폭 인에이블 신호 라인과 접지 전압에 연결되며, 제 1

단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭하는 감지 증폭기와; 상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 접지 전압 

사이에 연결되고 제 1 비트 라인의 전압에 의해서 제어되는 제 1 NMOS 트랜지스터와; 상기 감지 증폭기의 제 2 단자

와 상기 접지 전압 사이에 연결되고 소정의 직류 기준 전압에 의해서 제어되는 제 2 NMOS 트랜지스터와; 상기 제 1 

및 제 2 단자들 사 이에 연결되고 제 1 제어 신호에 의해서 제어되는 제 3 NMOS 트랜지스터와; 상기 감지 증폭기의 

제 1 단자와 상기 제 1 비트 라인 사이에 연결되는 제 4 NMOS 트랜지스터와; 그리고 상기 감지 증폭기의 제 2 단자

와 제 2 비트 라인 사이에 연결되는 제 5 NMOS 트랜지스터를 포함한다. 여기서, 상기 제 4 및 제 5 NMOS 트랜지스
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터들은 제 2 제어 신호에 의해서 공통으로 제어된다.

본 발명의 바람직한 실시예가 참조 도면들에 의거하여 이후 상세히 설명될 것이다.

도 4는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치를 보여주는 블록도이다. 도 4를 참조하면, 반도체 메모리 장치는 공유된 

감지 증폭 구조(shared sense amplifier structure)를 갖는다. 공유된 감지 증폭 구조에 따르면, 하나의 감지 증폭기

는 인접한 메모리 블록들에 의해서 공유되며, 각 동작 모드에서 어느 하나의 메모리 블록에 연결될 것이다. 도 4에는 

단지 2개의 메모리 블록들(110L, 110R)이 도시되어 있지만, 더 많은 메모리 블록들이 반도체 메모리 장치에 제공됨

은 이 분야의 통상적인 지식을 습득한 자들에게 자명하다. 제 1 메모리 블록(110L)은 한 쌍의 비트 라인들(BL0L, BL

1L)과 워드 라인들(WL0, WL1)의 교차 영역들에 배열된 메모리 셀들(MC)을 포함한다. 마찬가지로, 제 2 메모리 블록

(110R)은 한 쌍의 비트 라인들(BL0R, BL1R)과 워드 라인들(WL0, WL1)의 교차 영역들에 배열된 메모리 셀들(MC)

을 포함한다.

제 1 메모리 블록(110L)의 비트 라인들(BL0L, BL1L)에는 제 1 비트 라인 프리챠지 회로(first bit line precharge ci

rcuit) (120L)와 제 1 비트 라인 스위치 회로(first bit line switch circuit) (130L)가 연결된다. 제 1 비트 라인 프리챠

지 회로(120L)는 2개의 NMOS 트랜지스터들(MN10, MN11)로 구성된다. NMOS 트랜지스터(MN10)는 비트 라인(B

L1L)과 프리챠지 전압(V BL ) 사이에 연결되며, 제어 신호(BLPR_L0)에 따라 온/오프된다. NMOS 트랜지스터(MN1

1)는 비트 라인(BL0L)과 프리챠지 전압(V BL ) 사이에 연결되며, 제어 신호(BLPR_LE)에 따라 온/오프된다. 제 1 비

트 라인 스위치 회로(130L)는 2개의 NMOS 트랜지스터들(MN12, MN13)로 구성된다. NMOS 트랜지스터(MN12)는 

비트 라인(BL0L)과 감지 증폭 회로(140) 사이에 연결되며, 제어 신호(SAPATH_LE)에 따라 온/오프된다. NMOS 트

랜지스터(MN13)는 비트 라인(BL1L)과 감지 증폭 회로(140) 사이에 연결되며, 제어 신호(SAPATH_LO)에 따라 온/

오프된다.

제 1 메모리 블록(110L)의 비트 라인(BL0L)에 연결된 메모리 셀이 선택될 때, 제어 신호들(BLPR_LE, SAPATH_LE

)이 활성화되고, 제어 신호들(BLPR_LO, SAPATH_LO)은 비활성화된다. 비트 라인(BL0L)은 NMOS 트랜지스터(MN

11)를 통해 프리챠지되고 NMOS 트랜지스터(MN12)를 통해 감지 증폭 회로(140)에 연결된다. 이때, 비트 라인(BL1L

)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 절연된다. 마찬가지로, 제 1 메모리 블록(110L)의 비트 라인(BL1L)에 연결된

메모리 셀이 선택될 때, 제어 신호들(BLPR_LO, SAPATH_LO)이 활성화되고, 제어 신호들(BLPR_LE, SAPATH_LE

)은 비활성화된다. 비트 라인(BL1L)은 NMOS 트랜지스터(MN10)를 통해 프리챠지되고 NMOS 트랜지스터(MN13)를

통해 감지 증폭 회로(140)에 연결된다. 이때, 비트 라인(BL0L)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 절연된다.

제 2 메모리 블록(110R)의 비트 라인들(BL0R, BL1R)에는 제 2 비트 라인 프리챠지 회로(120R)와 제 2 비트 라인 스

위치 회로(130R)가 연결되어 있다. 제 2 비트 라인 프리챠지 회로(120R)는 2개의 NMOS 트랜지스터들(MN14, MN1

5)로 구성된다. NMOS 트랜지스터(MN14)는 비트 라인(BL1R)과 프리챠지 전압(V BL ) 사이에 연결되며, 제어 신호(

BLPR_R0)에 따라 온/오프된다. NMOS 트랜지스터(MN15)는 비트 라인(BL0R)과 프리챠지 전압(V BL ) 사이에 연

결되며, 제어 신호(BLPR_RE)에 따라 온/오프된다. 제 2 비트 라인 스위치 회로(130R)는 2개의 NMOS 트랜지스터들

(MN16, MN17)로 구성된다. NMOS 트랜지스터(MN16)는 비트 라인(BL1R)과 감지 증폭 회로(140) 사이에 연결되

며, 제어 신호(SAPATH_RO)에 따라 온/오프된다. NMOS 트랜지스터(MN17)는 비트 라인(BLOR)과 감지 증폭 회로(

140) 사이에 연결되며, 제어 신호(SAPATH_RE)에 따라 온/오프된다.

제 2 메모리 블록(110R)의 비트 라인(BL0R)에 연결된 메모리 셀이 선택될 때, 제어 신호들(BLPR_RE, SAPATH_RE

)이 활성화되고, 제어 신호들(BLPR_RO, SAPATH_RO)은 비활성화된다. 비트 라인(BL0R)은 NMOS 트랜지스터(MN

15)를 통해 프리챠지되고 NMOS 트랜지스터(MN17)를 통해 감지 증폭 회로(140)에 연결된다. 이때, 비트 라인(BL1

R)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 절연된다. 마찬가지로, 제 2 메모리 블록(110R)의 비트 라인(BL1R)에 연결

된 메모리 셀이 선택될 때, 제어 신호들(BLPR_RO, SAPATH_RO)이 활성화되고, 제어 신호들(BLPR_RE, SAPATH_

RE)은 비활성 화된다. 비트 라인(BL1R)은 NMOS 트랜지스터(MN14)를 통해 프리챠지되고 NMOS 트랜지스터(MN1

6)를 통해 감지 증폭 회로(140)에 연결된다. 이때, 비트 라인(BL0R)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 절연된다.

계속해서 도 4를 참조하면, 감지 증폭 회로(140)는 기준 전압(VREF)을 공급받고, 제 1 비트 라인 스위치 회로(130L)

또는 제 2 비트 라인 스위치 회로(130R)를 통해 연결된 비트 라인 상의 전압을 감지한다. 그렇게 감지된 결과는 데이

터 라인(SDLb)을 통해 출력된다. 하나의 비트 라인 상의 전압을 이용하여 데이터를 감지하기 때문에, 감지 증폭 회로

(140)에는 단지 하나의 데이터 라인(SDLb)이 연결된다. 이는 감지 증폭기의 동작 시간이 단축되게 하고 칩 사이즈가 

감소되게 한다.

본 발명에 따른 반도체 메모리 장치는 직류 전압 발생 회로(direct current voltage generating circuit) (150)와 기준

전압 발생 회로 (reference voltage generating circuit) (160)를 더 포함한다. 직류 전압 발생 회로(150)는 전원 전

압을 이용하여 안정된 바이어스 전압(V BIAS )을 발생하며, 예를 들면, 밴드갭 기준 전압 발생 회로로 구현될 수 있다.

기준 전압 발생 회로(160)는 바이어스 전압(V BIAS )을 공급받고, 제어 신호들(SETb, OFFb)에 응답하여 기준 전압(

VREF)을 발생한다. 기준 전압 발생 회로(160)는 2개의 PMOS 트랜지스터들(MP10, MP11)과 2개의 NMOS 트랜지

스터들(MN18, MN19)로 구성된다. PMOS 트랜지스터(MP10)과 NMOS 트랜지스터(MN18)는 전원 전압(VCC)과 기

준 전압 라인(VREF) 사이에 직렬 연결된다. PMOS 트랜지스터(MP10)의 게이트에는 제어 신호(SETb)가 인가되고, 

NMOS 트랜지스터(MN18)의 게 이트에는 바이어스 전압(V BIAS )에 연결된다. PMOS 트랜지스터(MP11)는 전원 전

압(VCC)과 기준 전압 라인(VREF) 사이에 연결되며, NMOS 트랜지스터(MN19)는 기준 전압 라인(VREF)과 접지 전

압(GND) 사이에 연결된다. PMOS 및 NMOS 트랜지스터들(MP11, MN19)의 게이트들에는 제어 신호(OFFb)가 공통

으로 인가된다.

제어 신호(SETb, OFFb)가 하이 레벨일 때, PMOS 트랜지스터들(MP10, MP11)은 턴 오프되고 NMOS 트랜지스터(

MN19)는 턴 온된다. 즉, 기준 전압(VREF)은 접지 전압이 된다. 이러한 기준 전압은 이후 "제 1 기준 전압"이라 칭한
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다. 제어 신호(SETb)가 로우 레벨이고 제어 신호(OFFb)가 하이 레벨일 때, PMOS 트랜지스터(MP10)와 NMOS 트랜

지스터(MN19)는 턴 온되고 PMOS 트랜지스터(MP11)는 턴 오프된다. 기준 전압 발생 회로(160)는 바이어스 전압(V 

BIAS )보다 낮은 기준 전압(VREF)을 출력한다. 이러한 기준 전압은 이후 "제 2 기준 전압"이라 칭한다. 제 2 기준 전압

(VREF)은 데이터 "1"의 비트 라인 레벨과 데이터 "0"의 비트 라인 레벨의 중간 레벨을 가지며, PMOS 및 NMOS 트랜

지스터(MP10, MN18, MN19)의 저항비(resistance ratio)를 조절함으로써 최적화될 수 있다. 제어 신호들(SETb, O

FFb)이 로우 레벨일 때, PMOS 및 NMOS 트랜지스터들(MP10, MN19)은 턴 오프되고 PMOS 트랜지스터(MP11)는 

턴 온된다. 즉, 기준 전압(VREF)은 전원 전압(VCC)이 되며, 이러한 기준 전압은 이후 "제 3 기준 전압"이라 칭한다.

본 발명의 반도체 메모리 장치에 있어서, 복수의 감지 증폭기들에 각각 대응하는 기준 전압 발생 회로들이 제공될 것

이다. 이때, 기준 전압 발생 회로는 대응 하는 감지 증폭기와 인접한 영역에 배치되며, 직류 전압 발생 회로(150)는 모

든 기준 전압 발생 회로들(160)에 바이어스 전압(V BIAS )을 공급한다. 왜냐하며, 기준 전압(VREF) 특히 제 2 기준 

전압은 수백 ㎷정도이기 때문이다. 즉, 감지 증폭기와 인접한 영역에 기준 전압 발생 회로를 배치함은 보다 안정된 기

준 전압을 감지 증폭기에 공급하기 위함이다.

도 5는 도 4에 도시된 감지 증폭기의 바람직한 실시예이다. 본 발명의 감지 증폭 회로(140)는 래치형 감지 증폭기를 

포함한다. 상기 래치형 감지 증폭기는 감지 증폭 인에이블 신호(SA_EN)를 공급받는 신호 라인(201)과 접지 전압(GN

D)을 공급받는 신호 라인(202) 사이에 연결되며, 2개의 PMOS 트랜지스터들(MP20, MP21)과 2개의 NMOS 트랜지

스터들(MN20, MN21)로 구성된다. 감지 증폭기는 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb) 사이의 미세한 전압차를 증폭한다

. PMOS 트랜지스터(MP20)는 신호 라인(201)과 제 1 단자(Na) 사이에 형성되는 전류 통로와, 제 2 단자(Nb)에 연결

되는 게이트를 갖는다. PMOS 트랜지스터(MP21)는 신호 라인(201)과 제 2 단자(Nb) 사이에 형성되는 전류 통로와, 

제 1 단자(Na)에 연결되는 게이트를 갖는다. 제 1 단자(Na)에 게이트가 연결되는 NMOS 트랜지스터(MN21)는 제 2 

단자(Nb)와 신호 라인(202) 사이에 연결된다. 제 1 단자(Na)와 신호 라인(202) 사이에 전류 통로가 형성된 NMOS 트

랜지스터(MN20)는 제 2 단자(Nb)에 연결된 게이트를 갖는다.

본 발명에 따른 감지 증폭 회로(140)는 액티브 로드 소자(active load element)로서 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP

23)을 포함한다. PMOS 트랜지스터(MP22) 는 신호 라인(201)과 제 1 단자(Na) 사이에 연결되며, 비트 라인(BL)의 

전압에 따라 가변되는 저항값을 갖는다. 즉, 비트 라인(BL)의 전압에 따라 PMOS 트랜지스터(MP22)를 통해 흐르는 

전류량이 제어된다(또는 결정된다). PMOS 트랜지스터(MP23)는 신호 라인(201)과 제 2 단자(Nb) 사이에 연결되며, 

기준 전압 발생 회로(160)로부터의 기준 전압(VREF)에 따라 가변되는 저항값을 갖는다. 즉, 기준 전압(VREF)에 따

라 PMOS 트랜지스터(MP23)를 통해 흐르는 전류량이 제어된다(결정된다). 이러한 설명으로부터 알 수 있듯이, 비트 

라인(BL)과 감지 증폭기는 직접적으로 연결되지 않는다.

계속해서 도 5를 참조하면, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb) 사이에는 등화기(equalizer)로서 NMOS 트랜지스터(MN

24)가 연결되며, NMOS 트랜지스터(MN24)는 제어 신호(SBL_EQ)에 의해서 제어된다. 여기서, 제어 신호(SBL_EQ)

는 래치형 감지 증폭기가 동작하기 이전에 하이로 활성화되고 래치형 감지 증폭기가 동작할 때 로우로 비활성화된다.

NMOS 트랜지스터(MN25)는 비트 라인(BL)과 제 2 단자(Nb) 사이에 연결되고, NMOS 트랜지스터(MN26)는 제 1 

단자(Na)와 데이터 라인(SDLb) 사이에 연결된다. NMOS 트랜지스터(MN25)는 제어 신호(LS_BL)에 의해서 제어되

고, NMOS 트랜지스터(MN26)는 제어 신호(YSW)에 의해서 제어된다. 여기서, NMOS 트랜지스터(MN25)는 제 2 단

자(Nb)의 증폭 전압을 비트 라인(BL)으로 전달하고, NMOS 트랜지스터(MN26)는 제 1 단자(Na)의 증폭 전압을 데이

터 라인(SDLb)으로 전달한다.

이 실시예에 있어서, PMOS 트랜지스터들(MP20, MP21)은 동일한 채널 종횡비(channel width-to-length (W/L) rat

io)를 갖도록 구현되고, NMOS 트랜지스터들(MN20, MN21)은 동일한 종횡비를 갖도록 구현된다. 마찬가지로, PMO

S 트랜지스터들(MP22, MP23)은 동일한 종횡비를 갖도록 구현되고, NMOS 트랜지스터들(MN25, MN26)은 동일한 

종횡비를 갖도록 구현된다.

도 6는 본 발명에 따른 반도체 메모리 장치의 읽기 동작을 설명하기 위한 동작 타이밍도이다. 본 발명에 따른 반도체 

메모리 장치의 읽기 동작이 참조 도면들에 의거하여 이후 상세히 설명될 것이다. 편의상, 제 1 메모리 블록(110L)의 

비트 라인(BL0L)에 연결된 메모리 셀이 엑세스된다고 가정하자. 이러한 가정에 따르면, 제 2 메모리 블록(110R)의 

비트 라인들(BL0R, BL1R)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 분리된다. 즉, 제어 신호들(BLPR_RO, BLPR_RE, S

APATH_RO, SAPATH_RE)은 비활성화된다.

먼저, 제어 신호들(BLPR_LE, SAPATH_LE)이 활성화되며, 그 결과 비트 라인(BL0L)은 프리챠지 전압(V BL )으로 

충전되고 감지 증폭 회로(140)에 전기적으로 연결된다. 이때, 제어 신호들(BLPR_LO, SAPATH_LO)이 비활성화되기

때문에, 비트 라인(BL1L)은 감지 증폭 회로(140)와 전기적으로 분리된다. 제어 신호(SBL_EQ)가 하이 레벨로 유지되

는 동안, 감지 증폭기의 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)의 전압들은 등화된다(equalized). 즉, 제어 신호(SBL_EQ)가 

하이 레벨일 때, NMOS 트랜지스터(MN24)는 턴 온되며, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)는 전기적으로 연결된다. 여

기서, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)는 접지 전압으로 설정될 수 있다. 예컨대, 제 1 및 제 2 단자들(Na, Nb)이 NMO

S 트랜지스터(MN25)를 통해 비트 라인(BL)에 연결되게 함으로써 제 1 및 제 2 단자들(Na, Nb)은 접지 전압을 갖는

다. 반면에, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)는 플로팅 상태로 유지될 수 있다. 이때, 기준 전압(VREF)은 접지 전압이 

되며, 이는 제어 신호들(SETb, OFFb)이 모두 하이 레벨이기 때문이다.

그 다음에, 워드 라인(WL0)이 활성화되고, 그 다음에 플레이트 라인(PL)이 활성화된다. 이에 따라 선택된 메모리 셀(

MC)에 저장된 전하들이 비트 라인(BL0L)으로 전달될 것이다. 즉, 메모리 셀에 저장된 데이터에 따라 비트 라인의 전

압이 변화될 것이다. 이와 동시에, 제어 신호(SETb)가 하이 레벨에서 로우 레벨로 천이됨에 따라, 기준 전압 발생 회

로(160)는 바이어스 전압(V BIAS )보다 낮은 제 2 기준 전압(VREF)을 발생한다. 계속해서, 제어 신호(SBL_EQ)가 하

이-로우 천이(high-low transition)를 갖은 상태에서, 감지 증폭 인에이블 신호(SA_EN)가 접지 전압(GND)의 로우 
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레벨에서 전원 전압(VCC)의 하이 레벨로 천이한다. 이때 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23)은 서로 다른 게이트-소

오스 전압(Vgs)을 갖는다. 이는 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23)의 게이트들에 인가되는 비트 라인(BL) 전압과 

기준 전압(VREF)이 다르기 때문이다. 결과적으로, PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23)을 통해 다른 양의 전류가 제 

1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)로 흐르게 된다. 즉, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb) 사이에 미세한 전압차가 생긴다. 이

러한 전압차는 래치형 감지 증폭기(MP10, MP11, MN10, MN11)에 의해서 증폭된다.

예를 들면, 데이터 '1'의 메모리 셀이 액세스되는 경우, 비트 라인(BL)의 전압은 기준 전압(VREF)보다 높다. 이는 PM

OS 트랜지스터(MP22)를 통해 흐르는 전류량이 PMOS 트랜지스터(MP23)를 통해 흐르는 전류량보다 많음을 의미한

다. 제 1 단자(Na)의 전압이 제 2 단자(Nb)의 전압보다 높기 때문에, 제 1 단자(Na)는 전원 전압을 갖고 제 2 단자(Nb

)는 접지 전압을 갖는다. 이렇게 증폭된 전압들은 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)에 래치된다.

감지 동작이 충분히 수행된 후, 제어 신호(SETb)는 하이 레벨이 되고 제어 신호(OFFb)는 로우 레벨이 되며, 그 결과 

PMOS 트랜지스터(MP23)에 인가되는 기준 전압(VREF)은 제 2 기준 전압에서 제 3 기준 전압(VCC)으로 변화된다. 

이는 PMOS 트랜지스터(MP23)가 완전히 턴 오프되게 한다. 제어 신호들(LS_EN, YSW)이 로우 레벨에서 하이 레벨

로 천이함에 따라, 제 1 단자(Na)의 증폭된 전압은 NMOS 트랜지스터(MN26)를 통해 데이터 라인(SDLb)으로 전달

되고 제 2 단자(Nb)의 증폭된 전압은 NMOS 트랜지스터(MN25)를 통해 비트 라인(BL)으로 전달된다. 감지된 데이터

가 데이터 라인(SDLb)으로 전달되면 (또는 감지 동작이 완료되면), 제어 신호(OFFb)는 로우 레벨에서 하이 레벨로 

천이되며, 그 결과 기준 전압(VREF)은 접지 전압이 된다. 이는 다음 동작시 발생할 수 있는 원하지 않는 전류가 차단

되게 한다.

본 발명에 따른 반도체 메모리 장치에서, 메모리 셀(MC)에 연결된 비트 라인(BL)의 전압 레벨은 PMOS 트랜지스터

들(MN22, MN23)의 게이트-소오스 전압들에 따라 흐르는 전류량에 따라 감지된다. 등화기로서 동작하는 NMOS 트

랜지스터(MN24)를 사용함으로써, 감지 증폭기가 동작하기 이전에 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23) 의 게이트-

소오스 전압차가 발생하지 않으며, 그 결과 감지 증폭기의 정확도가 향상될 수 있다. 즉, 감지 증폭기가 동작하기 이전

에 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)가 동일한 전압 레벨로 등화되기 때문에, 제어 신호(SA_EN)가 활성화될 때 PMOS

트랜지스터들(MP20, MP21)과 NMOS 트랜지스터들(MN20, MN21)의 게이트 전압들이 동일하게 설정된다. 만약 N

MOS 트랜지스터(MN24)가 사용되지 않으면, 제 1 단자(Na)와 제 2 단자(Nb)는 노이즈로 인해서 서로 다른 레벨로 

설정될 수 있다. 이는 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23)의 동작 조건이 게이트 전압 뿐만 아니라 다른 전압들에 의

해서 결정되게 한다. 그러므로, 정확한 감지 동작이 수행되기 어렵다. 결론적으로, NMOS 트랜지스터(MN24)의 사용

은 감지 증폭기의 정확도가 향상되게 한다.

본 발명에 따른 감지 증폭 회로에 따르면, 래치형 감지 증폭기의 제 1 및 제 2 단자들(Na, Nb)에는 비트 라인(BL) 전

압과 기준 전압(VREF)이 직접 인가되지 않기 때문에, 감지 증폭기가 동작하기 전에 생기는 종래의 문제점(PMOS 또

는 NMOS 트랜지스터의 턴-온 전압보다 큰 비트 라인들(BLM, BLR)의 전압차로 인해서 생기는 비트 라인으로의/부

터의 충/방전 전류)을 근본적으로 해결할 수 있다. 또한, 감지 증폭 회로(140)에 하나의 비트 라인만이 연결되기 때문

에, 감지 증폭 회로의 동작 시간이 단축될 수 있다. 감지 증폭 회로(140)에 하나의 데이터 라인만이 연결되기 때문에, 

칩 사이즈의 감소 효과를 얻을 수 있다. 게다가, 커패시터를 이용하여 비트 라인(BL)으로 기준 전압(VREF)을 전달할 

필요가 없기 때문에, 감지 증폭 회로의 동작 속도가 향상될 수 있다.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 감지 증폭 회로를 보여주는 회로도이 다. 도 7에 도시된 감지 증폭 회로(300)는

액티브 로드 소자(active load element)로서 PMOS 트랜지스터들(MP22, MP23) 대신에 NMOS 트랜지스터들(MN3

3, MN34)이 사용된다는 점을 제외하면 도 5에 도시된 감지 증폭 회로와 동일하다. NMOS 트랜지스터(MN33)는 제 1

단자(Na)와 접지 전압(GND) 사이에 형성된 전류 통로와, 비트 라인(BL)에 연결된 게이트를 갖는다. NMOS 트랜지스

터(MN34)는 제 2 단자(Nb)와 접지 전압(GND) 사이에 형성된 전류 통로와, 기준 전압(VREF)에 연결된 게이트를 갖

는다. 도 7에 도시된 감지 증폭 회로는 도 5에 도시된 것과 실질적으로 동일하게 동작하기 때문에, 그것에 대한 설명

은 그러므로 생략된다.

이 실시예에 있어서, 메모리 셀(MC)에 연결된 비트 라인(BL)의 전압 레벨은 NMOS 트랜지스터들(MN33, MN34)의 

게이트-소오스 전압들에 따라 흐르는 전류량에 따라 감지된다. 비트 라인(BL) 전압과 기준 전압(VREF)이 NMOS 트

랜지스터들(MN33, MN34)의 턴-온 전압보다 낮은 상태에서 도 7에 도시된 감지 증폭 회로를 사용하는 경우, 감지 

시간과 감지 능력이 감소될 수 있다. 그러므로, 보다 빠르고 정확한 감지 동작을 수행하도록, 비트 라인 전압과 기준 

전압은 NMOS 트랜지스터들(MN33, MN34)의 턴-온 전압보다 높게 설정되어야 한다.

이상에서, 본 발명에 따른 회로의 구성 및 동작을 상기한 설명 및 도면에 따라 도시하였지만, 이는 예를 들어 설명한 

것에 불과하며 본 발명의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능함은 물론이

다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 감지 증폭기의 출력 단자들에 비트 라인 전압과 기준 전 압이 직접 인가되지 않도록 래치형 감지 

증폭기를 구현함으로써, 감지 증폭 회로의 동작 속도가 향상될 수 있다. 하나의 비트 라인만이 감지 증폭 회로에 연결

되기 때문에, 감지 증폭 회로의 동작 시간이 단축될 수 있다. 또한, 하나의 데이터 라인을 통해 감지 증폭 회로에/로부

터 데이터를 전달함으로써, 칩 사이즈가 감소될 수 있다. 감지 증폭 동작이 수행된 후 기준 전압을 전원 전압으로 가변

시킴으로써 불필요하게 소모되는 전류를 줄일 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.
적어도 한 쌍의 비트 라인들과;

상기 비트 라인들 중 어느 하나를 선택하는 선택 회로와;

상기 선택된 비트 라인을 프리챠지하는 프리챠지 회로와;

전원 전압을 이용하여 소정의 바이어스 전압을 발생하는 직류 전압 발생 회로와;

상기 바이어스 전압을 공급받고, 제 1 및 제 2 제어 신호들에 응답하여 상기 바이어스 전압보다 낮은 기준 전압을 발

생하는 기준 전압 발생 회로와; 그리고

상기 선택된 비트 라인 상의 전압과 상기 기준 전압에 따라 감지 및 증폭 동작을 수행하는 감지 증폭 회로를 포함하는

반도체 메모리 장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 감지 증폭 회로는

제 1 및 제 2 신호 라인들과;

상기 제 1 신호 라인과 상기 제 2 신호 라인 사이에 연결되며, 제 1 단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증

폭하는 감지 증폭기와;

상기 제 1 단자와 상기 제 2 단자 사이에 연결되며, 제 3 제어 신호에 응답하여 상기 제 1 단자와 상기 제 2 단자의 전

압들을 등화하는 등화기와;

상기 제 1 신호 라인과 상기 제 1 단자 사이에 연결되며, 상기 선택된 비트 라인의 전압에 따라 가변되는 저항값을 갖

는 제 1 액티브 로드 소자와; 그리고

상기 제 1 신호 라인과 상기 제 2 단자 사이에 연결되며, 상기 기준 전압에 따라 가변되는 저항값을 갖는 제 2 액티브 

로드 소자를 포함하는 반도체 메모리 장치.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 제 1 신호 라인은 상기 감지 증폭기의 동작 상태에 따라 접지 전압 또는 전원 전압을 공급받고, 상기 제 2 신호 

라인은 접지 전압에 고정되는 반도체 메모리 장치.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 제 1 신호 라인은 상기 제 3 제어 신호가 활성화될 때 상기 접지 전압을 공급받고 상기 제 3 제어 신호가 비활성

화될 때 상기 전원 전압을 공급받는 반도체 메모리 장치.

청구항 5.
제 3 항에 있어서,

상기 제 1 액티브 로드 소자는 PMOS 트랜지스터이며, 상기 PMOS 트랜지스터는 상기 선택된 비트 라인에 연결된 게

이트, 상기 제 1 신호 라인에 연결된 소오스, 그리고 상기 제 1 단자에 연결된 드레인을 갖는 반도체 메모리 장치.

청구항 6.
제 3 항에 있어서,

상기 제 2 액티브 로드 소자는 PMOS 트랜지스터이며, 상기 PMOS 트랜지스터는 상기 기준 전압에 연결된 게이트, 

상기 제 1 신호 라인에 연결된 소오스, 그리고 상기 제 2 단자에 연결된 드레인을 갖는 반도체 메모리 장치.

청구항 7.
제 2 항에 있어서,

상기 제 1 신호 라인은 접지 전압에 고정되고, 상기 제 2 신호 라인은 상기 감지 증폭기의 동작 상태에 따라 상기 접지

전압 또는 전원 전압을 공급받는 반도체 메모리 장치.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 제 2 신호 라인은 상기 제 3 제어 신호가 활성화될 때 상기 접지 전압을 공급받고 상기 제 3 제어 신호가 비활성

화될 때 상기 전원 전압을 공급받는 반도체 메모리 장치.

청구항 9.
제 7 항에 있어서,

상기 제 1 액티브 로드 소자는 NMOS 트랜지스터이며, 상기 NMOS 트랜지스터는 상기 선택된 비트 라인에 연결된 

게이트, 상기 제 1 신호 라인에 연결된 소오스, 그리고 상기 제 1 단자에 연결된 드레인을 갖는 반도체 메모리 장치.

청구항 10.
제 7 항에 있어서,

상기 제 2 액티브 로드 소자는 NMOS 트랜지스터이며, 상기 NMOS 트랜지스터는 상기 기준 전압에 연결된 게이트, 

상기 제 1 신호 라인에 연결된 소오스, 그리고 상기 제 2 단자에 연결된 드레인을 갖는 반도체 메모리 장치.

청구항 11.
제 2 항에 있어서,

상기 감지 증폭 회로는 제 4 및 제 5 제어 신호들에 응답하여 상기 제 1 단자의 증폭 전압을 데이터 라인으로 전달하

고 상기 제 2 단자의 증폭 전압을 상기 선택된 비트 라인으로 전달하는 수단을 더 포함하는 반도체 메모리 장치.

청구항 12.
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제 11 항에 있어서,

상기 수단은 제 1 NMOS 트랜지스터와 제 2 NMOS 트랜지스터를 포함하며,

상기 제 1 NMOS 트랜지스터는 상기 감지 증폭기의 제 2 단자에 연결된 드레인, 상기 선택된 비트 라인에 연결된 소

오스, 그리고 상기 제 4 제어 신호를 받아들이도록 연결된 게이트를 갖고; 그리고

상기 제 2 NMOS 트랜지스터는 상기 감지 증폭기의 제 1 단자에 연결된 드레인, 상기 데이터 라인에 연결된 소오스, 

그리고 상기 제 5 제어 신호를 받아들이도록 연결된 게이트를 갖는 반도체 메모리 장치.

청구항 13.
제 2 항에 있어서,

상기 감지 증폭기는 래치형 감지 증폭기인 반도체 메모리 장치.

청구항 14.
제 2 항에 있어서,

상기 제 3 제어 신호가 활성화될 때, 상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 제 2 단자는 플로팅 상태와 접지 전압 중 어느 

하나로 등화되는 반도체 메모리 장치.

청구항 15.
제 1 항에 있어서,

상기 선택된 비트 라인의 전압이 충분히 감지된 후, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 상기 

바이어스 전압보다 높은 상기 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 16.
제 1 항에 있어서,

상기 감지 증폭 회로의 동작이 완료될 때, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 접지 전압을 갖

는 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 17.
제 1 항에 있어서,

상기 기준 전압 발생 회로는 제 1 및 제 2 PMOS 트랜지스터들과 제 1 및 제 2 NMOS 트랜지스터들을 포함하며; 상

기 제 1 PMOS 트랜지스터와 상기 제 1 NMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상기 기준 전압 사이에 직렬 연결되고

상기 제어 신 호와 상기 바이어스 전압에 의해서 각각 제어되며; 상기 제 2 PMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상

기 기준 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되며; 그리고 상기 제 2 NMOS 트랜지스터는 상기 

기준 전압과 접지 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되는 반도체 메모리 장치.

청구항 18.
적어도 한 쌍의 비트 라인들과;

상기 비트 라인들 중 어느 하나를 선택하는 선택 회로와;

상기 선택된 비트 라인을 프리챠지하는 프리챠지 회로와;

전원 전압을 이용하여 소정의 바이어스 전압을 발생하는 직류 전압 발생 회로와;

상기 바이어스 전압을 공급받고, 제 1 및 제 2 제어 신호들에 응답하여 상기 바이어스 전압보다 낮은 기준 전압을 발

생하는 기준 전압 발생 회로와; 그리고

상기 선택된 비트 라인 상의 전압과 상기 기준 전압에 따라 감지 및 증폭 동작을 수행하는 감지 증폭 회로를 포함하며

,

상기 감지 증폭 회로는

감지 증폭 인에이블 신호 라인과 접지 전압에 연결되며, 제 1 단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭하는

감지 증폭기와;

상기 감지 증폭 인에이블 신호 라인과 상기 감지 증폭기의 제 1 단자 사이에 연결되고 상기 선택된 비트 라인의 전압

에 의해서 제어되는 제 1 PMOS 트랜지스터와;

상기 감지 증폭 인에이블 신호 라인과 상기 감지 증폭기의 제 2 단자 사이에 연결되고 상기 기준 전압에 의해서 제어

되는 제 2 PMOS 트랜지스터와;

상기 제 1 및 제 2 단자들 사이에 연결되고 제 3 제어 신호에 의해서 제어되는 제 1 NMOS 트랜지스터와;

상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 상기 선택된 비트 라인 사이에 연결되는 제 2 NMOS 트랜지스터와; 그리고

상기 감지 증폭기의 제 2 단자와 데이터 라인 사이에 연결되는 제 3 NMOS 트랜지스터를 포함하고, 상기 제 2 및 제 

3 NMOS 트랜지스터들은 제 4 및 제 5 제어 신호들에 의해서 각각 제어되는 반도체 메모리 장치.

청구항 19.
제 18 항에 있어서,

상기 감지 증폭 인에이블 신호 라인은 상기 감지 증폭기가 비활성화될 때 접지 전압을 공급받고 상기 감지 증폭기가 

활성화될 때 전원 전압을 공급받는 반도체 메모리 장치.

청구항 20.
제 18 항에 있어서,

상기 제 3 제어 신호가 활성화될 때, 상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 제 2 단자는 플로팅 상태와 접지 전압 중 어느 

하나로 등화되는 반도체 메모리 장치.

청구항 21.
제 18 항에 있어서,
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상기 선택된 비트 라인의 전압이 충분히 감지된 후, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 상기 

바이어스 전압보다 높은 상기 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 22.
제 18 항에 있어서,

상기 감지 증폭 회로의 동작이 완료될 때, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 접지 전압을 갖

는 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 23.
제 18 항에 있어서,

상기 기준 전압 발생 회로는 제 1 및 제 2 PMOS 트랜지스터들과 제 1 및 제 2 NMOS 트랜지스터들을 포함하며; 상

기 제 1 PMOS 트랜지스터와 상기 제 1 NMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상기 기준 전압 사이에 직렬 연결되고

상기 제어 신호와 상기 바이어스 전압에 의해서 각각 제어되며; 상기 제 2 PMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상

기 기준 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되며; 그리고 상기 제 2 NMOS 트랜지스터는 상기 

기준 전압과 접지 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되는 반도체 메모리 장치.

청구항 24.
적어도 한 쌍의 비트 라인들과;

상기 비트 라인들 중 어느 하나를 선택하는 선택 회로와;

상기 선택된 비트 라인을 프리챠지하는 프리챠지 회로와;

전원 전압을 이용하여 소정의 바이어스 전압을 발생하는 직류 전압 발생 회로와;

상기 바이어스 전압을 공급받고, 제 1 및 제 2 제어 신호들에 응답하여 상기 바이어스 전압보다 낮은 기준 전압을 발

생하는 기준 전압 발생 회로와; 그리고

상기 선택된 비트 라인 상의 전압과 상기 기준 전압에 따라 감지 및 증폭 동작을 수행하는 감지 증폭 회로를 포함하며

,

상기 감지 증폭 회로는

감지 증폭 인에이블 신호 라인과 접지 전압에 연결되며, 제 1 단자의 전압과 제 2 단자의 전압간의 전압차를 증폭하는

감지 증폭기와;

상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 접지 전압 사이에 연결되고 상기 선택된 비트 라인의 전압에 의해서 제어되는 제 1 

NMOS 트랜지스터와;

상기 감지 증폭기의 제 2 단자와 상기 접지 전압 사이에 연결되고 상기 기준 전압에 의해서 제어되는 제 2 NMOS 트

랜지스터와;

상기 제 1 및 제 2 단자들 사이에 연결되고 제 3 제어 신호에 의해서 제어되는 제 3 NMOS 트랜지스터와;

상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 상기 선택된 비트 라인 사이에 연결되는 제 4 NMOS 트랜지스터와; 그리고

상기 감지 증폭기의 제 2 단자와 데이터 라인 사이에 연결되는 제 5 NMOS 트랜지스터를 포함하고, 상기 제 4 및 제 

5 NMOS 트랜지스터들은 제 4 및 제 5 제어 신호들에 의해서 각각 제어되는 반도체 메모리 장치.

청구항 25.
제 23 항에 있어서,

상기 감지 증폭 인에이블 신호 라인은 상기 감지 증폭기가 비활성화될 때 접지 전압을 공급받고 상기 감지 증폭기가 

활성화될 때 전원 전압을 공급받는 반도체 메모리 장치.

청구항 26.
제 23 항에 있어서,

상기 제 3 제어 신호가 활성화될 때, 상기 감지 증폭기의 제 1 단자와 제 2 단자는 플로팅 상태와 접지 전압 중 어느 

하나로 등화되는 반도체 메모리 장치.

청구항 27.
제 23 항에 있어서,

상기 선택된 비트 라인의 전압이 충분히 감지된 후, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 상기 

바이어스 전압보다 높은 상기 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 28.
제 23 항에 있어서,

상기 감지 증폭 회로의 동작이 완료될 때, 상기 기준 전압 발생 회로는 상기 제어 신호들에 응답하여 접지 전압을 갖

는 기준 전압을 발생하는 반도체 메모리 장치.

청구항 29.
제 23 항에 있어서,

상기 기준 전압 발생 회로는 제 1 및 제 2 PMOS 트랜지스터들과 제 1 및 제 2 NMOS 트랜지스터들을 포함하며; 상

기 제 1 PMOS 트랜지스터와 상기 제 1 NMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상기 기준 전압 사이에 직렬 연결되고

상기 제어 신호와 상기 바이어스 전압에 의해서 각각 제어되며; 상기 제 2 PMOS 트랜지스터는 상기 전원 전압과 상

기 기준 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되며; 그리고 상기 제 2 NMOS 트랜지스터는 상기 

기준 전압과 접지 전압 사이에 연결되고 상기 제 2 제어 신호에 의해서 제어되는 반도체 메모리 장치.
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